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【はじめに】UV-B半導体レーザは DNAシーケンスや微細加工など幅広い応用分野があり実用化

が期待されている。その実現において格子緩和した AlGaNテンプレートの高品質化は非常に重要

な課題である。本報告では、周期的な AlN凹凸パターンを形成した上に作製した AlGaNの高品質

化を検討した。特に、ピラーの高さと AlNテンプレートの結晶性について詳細に調査した。 

【実験方法】本実験ではMOVPEで作製した AlN（MOVPE-AlN）と高温熱処理したスパッタ

AlN 上に MOVPE でホモエピ成長した AlN（MOVPE-SP-AlN）の 2 種類のテンプレートを準

備した。それぞれの転位密度は 9×109 cm−2, 1×108 cm−2である。上記の AlNテンプレートに

ナノインプリント法、ICP エッチングを用いて周期 1 µm の三角格子状に AlN 凹凸パターン

を形成した。また、ICP エッチング時間を変化させることにより AlN ピラーパターンの高さ

を 0~1300 nmの範囲で変化させ、その上に同一の成長条件で AlGaNを成長し、Fig. 1に示す

光励起レーザ構造を作製した。これらの試料を CLの暗点密度から転位密度を見積もり、AlN

テンプレートの転位密度および AlNピラー高さ依存性を詳細に調査した。 

【実験結果】Fig. 2に作製した AlGaN中の転位密度の AlNピラー高さ依存性を示す。AlNピラー

高さが増大するにしたがって転位密度が低減されることが確認された。その一方で、ピラー高さ

が 300~500nmで一旦転位密度の低減効果が飽和する傾向が確認されたが、ピラー高さが 700nm程

度になると転位密度が急激に低減される傾向が確認された。この原因を解析したところピラーの

高さを高くすることにより AlGaN中にボイドが形成されていることが確認され、それによる転位

低減効果があったと推測される。詳細な結果については当日報告する。 
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Fig.2 AlNピラー高さ-転位密度依存性 
Fig.1サンプル構造 
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